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KRONIKA ITME

WYROZNIENIA REDAKCJI KWARTALNIKA "MATERIALY
ELEKTRONICZNE"

Kolegium Redakcyjne wydawnictw ITME kontynuujac tradycje, zorganizowato
konkurs na najlepsze artykuly autorstwa pracownikéw ITME, opublikowane
w Materiatach Elektronicznych w 1995 roku. Nagrody przyznano:

II miejsce -
(ex aequo)

I miejsce -
(ex aequo)

III miejsce -

80

doc.dr hab.inz. Marian Jézef Buda za artykut:

“Aparatura do badan wilasciwosci cieplnych materiatéw” opubliko-
wany w “Materiatach Elektronicznych” nr 2 - 1995 rok.

mgr inz. Dariusz Plewa, inz. Roman Koztowski, doc.dr hab.inz.
Pawel Kaminski za artykut:

“Glgbokie centra defektowe w krzemowych warstwach epitaksjal-
nych zanieczyszczonych zelazem” opublikowany w “Materiatach Elek-
tronicznych” nr 1 - 1995 rok.

mgr Wiadystaw Hofman, inz. Tadeusz Wrébel, prof.dr hab.inz.
Waldemar Soluch za artykut:

“Technologia podtozy kwarcowych do rezonatoréw i filtréw
z akustyczng fala powierzchniowa” opublikowany w “Materiatach
Elektronicznych” nr 4 - 1995 rok.



KRONIKA ITME

WYROZNIONE WYROBY ITME

TELEWIZYJNE FILTRY Z AKUSTYCZNA FALA
POWIERZCHNIOWA (AFP)

zostaty wyrdéznione

7Zx.0TYM MEDALEM NA

VI TARGACH ELEKTRONIKI TELEKOMUNI-
KACJI I ELEKTROTECHNIKI “TAREL”

we Wroctawiu w dniach 26-29.10.1995 r.

oraz
uznane za NAJLEPSZY WYROB INPRO’95
prezentowany na TARGACH WYNALAZCZOSCI
I NOWOCZESNE]J TECHNIKI - INPRO’95

w Bydgoszczy w dniach 15-17.11.1995 r.
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BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
WZROSTU KRYSZTALOW (PTWK) nr 6
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PROTOKOL Z ZEBRANIA ZARZADU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
ODBYTEGO W DNIU 27.10.1995 R. W INSTYTUTCIE
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Powitanie uczestnikéw Zebrania przez Dyrektora ITP, doc. C. Kiliszka.
Otwarcie posiedzenia przez Prezesa PTWK, prof. M. Hermana.
Przyjecie porzadku obrad. Sporzadzenie listy obecnosci.

Sprawe rejestracji sadowej Statutu PTWK zmienionego przez Walne Zebranie
przedstawit sekretarz PTWK, dr A. Olech.

Informacje nt. aktualnego stanu finanséw PTWK, pod nieobecnos¢ skarbnika -
dr B. Borzeckiej-Prokop, przedstawit dr A. Olech. PTWK posiada w chwili obe-
cnej jedynie konto w BHP w Warszawie, na ktére cztonkowie moga wptacac
sktadki (nadal w niezmienionej przez Walne Zebranie wysokosci: 15 zt/rok).
W czasie majowej Konferencji PTWK wptaty sktadek cztonkowskich wynio-
sty 240 zi.

Zarzad zalecit rozestanie wraz z najblizsza korespondencja przypomnienia do
czlonkéw o zalegtosciach sktadkowych i uwarunkowac dalsze rozsytanie do nich
biezacych Biuletynéw PTWK uregulowaniem skfadek.

Przedyskutowano sprawe pozyskiwania cztonkéw wspierajacych (wg § 11 ust.3
Statutu):

- Prof.M.Herman, w porozumieniu z doc. C. Kiliszkiem zaproponowat na
cztonka wspierajacego ITP, ktéry zapewni pomoc lokalowa (m.in. goscina
zebran Zarzadu) i biezaca obstuge sekretarska Prezesowi PTWK.

- Prof. T. Lukasiewicz zaproponowat na cztonka wspierajacego ITME, ktéry
moze wesprze¢ cztonkéw PTWK drukiem nadbitek do “Materiatéw Elek-
tronicznych” zawierajacych “Biuletyn PTWK”.

- Firma CEMAT-Silicon (dr A. Bukowski) jest potencjalnym sponsorem kon-
kurséw prac doktorskich.

- Firma M. C. Trading (dr Czub) moze ufundowac¢ nagrody w konkursie prac
magisterskich.



7. Omoéwiono stan organizacji sekcji tematycznych PTWK. Animatorzy sekcji,
ktérzy zgodnie z § 23, ust.1 sg cztonkami Zarzadu, przedstawili swoje propo-
zycje:

a) Sekcja Krysztatéw Litych - prof. A.Pajaczkowska proponuje: szeroki zakres
dziatan Sekcji dot. krysztaléw objetosciowych i ich wzrostu oraz zwrdce-
nie si¢ do krajowych osrodkéw np. Lublina, Lodzi, Czgstochowy, Gdarnska,
(oprécz ITME), zwiazanych z ta tematyka. Wtasne zainteresowania: krysztaty
tlenkowe o strukturze perowskitu (i podobnych) jako podioza pod HTSc,
warstwy nadprzewodnikéw tlenkowych oraz zwigzane z tym badania inter-
fejséw: planowana organizacja konferencji migdzynarodowej w 1996 r., obej-
mujacej zakresem tematyke Sekcji.

b) Sekcja Charakteryzacji Krysztatéw - prof. A.Kisiel przedstawit problem, czy
warto tworzy¢ sekcje tylko dla informacji o rodzaju i miejscu zainstalowa-
nej aparatury badawczej, prowadzonych na tej aparaturze badaniach i moz-
liwosci jej wykorzystania. Ustalono, ze celowos¢ istnienia Sekcji i ewentu-
alny wybor jej wiadz, a takze wypracowanie celéw dziatania prof. A Kisiel
przedstawi w II kwartale 1996 r.

c) Sekcja Cienkich Warstw - prof. M.Oszwatdowski proponuje nastgpujace spo-
soby dziatania: wspoétpraca, spotkania sekcyjne, popularyzacja problemoéw i
osiagni¢¢, posiedzenia naukowe, dziatalno$¢ wydawnicza, kontakty migdzy-
narodowe, wnioski do KBN; w najblizszym czasie nabdr cztonkéw, zebra-
nie zatozycielskie, powotanie Zarzadu Sekcji, ew. organizacja konferencji.

d) Sekcja Ciektych Krysztatéw - prof. J.Zmija (nieobecny); prof. M.Herman
podatl informacje o konferencjach organizowanych m.in. przez WAT (na
przemian ‘Fizyka i Technologia Monokrysztatéw’ oraz ‘Fizyka i Technolo-
gia Ciektych Krysztaléw’ w Zakopanem).

e) ustalono, ze Zarzad PTWK uaktualni liste adresow cztonkéw zbierajac jed-
noczesnie deklaracje zawierajace zgtoszenia cztonkéw do powstajacych sekcji
PTWK. Propozycje i oczekiwania czlonkéw beda przekazane animatorom
sekcji. Zarzad apeluje do wszystkich cztonkéw o rozpowszechnienie w swo-
ich srodowiskach idei PTWK, a w szczegdlnosci tworzenia i prac Sekcji To-
warzystwa; w toku dyskusji przypomniano, ze kazdy cztonek PTWK moze
naleze¢ do kilku sekcji.

8. W przerwie zebrania zgromadzeni obejrzeli film popularyzujacy dziatalnos¢ ITP,
ktérego Dyrektor - doc. C.Kiliszek ponowit zaproszenie do dalszego korzysta-
nia przez PTWK z gosciny Instytutu.

9. Sprawa “Biuletynu PTWK”: jednogtosnie przyjeto kandydature prof. T. Lu-
kasiewicza na Redaktora Biuletynu PTWK; nastgpnie T. Lukasiewicz przedstawit
przygotowang wtasnie pierwsza nadbitke z kwartalnika “Materiaty Elektronicz-
ne” (ITME) i zaproponowat, aby “Biuletyn PTWK” wydawa¢ dwa razy do roku.
Propozycja zostata przyjeta przez Zarzad jednogtosnie.
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Z powodu czasowego zaniechania wydawania “Zeszytéw Chemicznych UJ”
(ktopoty finansowe Wydziatu Chemii UJ) Zarzad podjat decyzje¢ o wycofaniu
z redakcji “Zeszytéw...” i druku materiatéw z majowej Konferencji PTWK w
“Materiatach Elektronicznych” (ITME). Zarzad zawiadomi uczestnikéw Kon-
ferencji o0 mozliwosci dostania brakujacych streszczen.

Omoéwiono stan przygotowan do ogtoszenia Konkursu im. J.Czochralskiego na
najlepsze prace z tematyki pokrywajacej obszar zainteresowan PTWK.

Prof. A.Pajaczkowska przypomniata, ze prof. J.Czochralski, z uwagi na swoje
osiagnigcia naukowe, zostal wybrany Prezesem Niemieckiego Towarzystwa
Metalurgéw w Breslau (Wroctaw) przed II wojna §wiatowa, mimo wyraznej de-
klaracji, ze jest Polakiem. Na ptaszczyZnie Konkursu rysuje si¢ mozliwos¢
wspétpracy PTWK z odpowiednikiem niemieckim naszego Towarzystwa, a
poprzez osobg J.Czochralskiego, jako “naukowca dwoch narodéw”, by¢ moze
patronat nad Konkursem mogtaby obja¢ mi¢dzynarodowa kapituta, organizu-
jaca np. wspdlne konferencje, a uwieniczeniem Konkursu bytyby nagrody np.
prezydentéw Berlina i Warszawy. Moznaby tez rozwazy¢ mozliwo$¢ powota-
nia fundacji polsko-niemieckiej, ktérej celem byloby utworzenie dwéch “labo-
ratoriéw badania wzrostu krysztatéw” im. J.Czochralskiego.

Zarzad przy wspétpracy z prof. A.Pajaczkowska przebada przedstawione pro-
pozycje.

Zarzad podjat uchwate o ogtoszeniu Konkursu im. J.Czochralskiego, w dwéch
kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich, za rok 1995/96. Do kon-
kursu moga by¢ zgtoszone prace dyplomowe za rok 1995 oraz 1996, z termi-
nem sktadania do 30 wrze$nia 1996 r. Posiedzenie Jury Konkursu zaplanowa-
no na przetom IX/X 1996 r.

Zarzad przyjat 17 oséb fizycznych na cztonkéw PTWK, zgodnie z § 10, ust.5,
na podstawie pisemnych deklaracji tych oséb.

Na tym zebranie zakoficzono.

Protokotowat
(-) Andrzej Olech

dot. p-tu 10 protokétu:

ITME otrzymat przestane z UJ maszynopisy prac zaprezentowanych podczas
III-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatow w dn. 23-24 maja
1995 r. w Krakowie. W najblizszym czasie rozpoczng si¢ przygotowania tych
materialéw do druku.



Lista cztonkéw Zarzadu PTWK z adresami:

. Marian Augustyn HERMAN dr hab.inz. - prezes PTWK

prof. w Instytucie Technologii Prézniowej w Warszawie.

Miejsce pracy:

a) Instytut Technologii Prézniowej 00-241 Warszawa ul.Diuga 44/50, tel. 31
51 54, fax 31 21 6-, e-mail.herman@alpha 1.ifpan.edu.pl.

b) docent w Instytucie Fizyki PAN 02-668 Warszawa, al.Lotnikéw 46 tel. 43
70 01 lub 43 66 01 w.287 od godz. 14.30 fax 439026, e-mail jak wyze;j.

Adres prywatny: 04-013 Warszawa, ul.Migdzyborska 117 m 15 tel. 17 78 81

Sekcja PTWK - Cienkie Warstwy

. Barbara Elzbieta BORZECKA-PROKOP dr

Miejsce pracy: Wydzial Chemii Uniwersytetu Jagiellofiskiego, 30-060 Krakéw

ul. R.Ingardena 3 tel. 33 63 77 w.268, e-mail Borz¢cka@ Trurl.Ch.UJ.Edu.Pl

Adres prywatny: 30-069 Krakéw ul.Obopélna 4 m 12

Sekcja PTWK - Monokrysztaty Objetosciowe

Stanistaw HODOROWICZ prof.dr hab.

Miejsce pracy: Wydziat Chemii Uniwersytetu Jagiellofiskiego 30-060 Krakéw

ul. R.Ingardena 3 tel. (12) 33 63 77 w. 267, (12) 34 05 15, e-mail Hodoro-

wi@ Trurl Ch.U.J.EDU.pl

Adres prywatny: 30-073 Krakéw ul.Reymonta 44/3 tel. 36 26 96

Sekcja PTWK - Monokrysztaty Objetosciowe, Charakteryzacje Krysztatow

. Andrzej KISIEL prof. dr hab..

Miejsce pracy: Instytut Fizyki Uniwersytetu Fagiellofiskiego 30-059 Krakéw

ul.Reymonta 4, tel. 33 63 77 w.540 fax 33 70 86, e-mail KISIEL@CASTOR

LF.UJ.Edu.PL

Adres prywatny: 30-225 Krakéw ul. K.Nitscha 4A tel.(12) 25 11 61

Sekcja PTWK - Charakteryzacja Krysztatéw

. Tadeusz LUKASIEWICZ doc. dr hab.inz.

Miejsce pracy:

a) Instytut Fizyki Technicznej WAT 00-908 Warszawa ul Kaliskiego tel. 36 94 86

b) Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych 01-919 Warszawa
ul. Wélczynska 133 tel. 3499 49 fax (48 22) 349003, e-mail: it-
me@frodo.nask.org.pl.

Adres prywatny: 00-138 Warszawa, ul.Grzybowska 9 m 616 tel. 24 19 50

Sekcja PTWK - Monokrysztaty Objetosciowe
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Andrzej OLECH dr

Miejsce pracy: Wydziat Chemii Uniwersytetu Jagiellofiskiego 30-060 Krakéw
ul. R.Ingardena 3/320 tel. (12) 33 63 77, w.267, 268, 270, fax (12) 34 05 15,
e-mail OLECH@TRURL.CH.UJ.EDU.PL

Adres prywatny: 31-419 Krakéw ul.Rozrywka 22/57 tel. (12) 13 57 09

Sekcja PTWK - Monokrysztaty Objetosciowe, Charakteryzacja Krysztatow

Maciej OSZWALDOWSKI prof. dr hab.

Miejce pracy: Instytut Fizyki Politechniki Poznanskiej 60-965 Poznan
ul.Piotrowa 3

Adres prywatny: Poznan, O$.Wichrowe Wzgdrze 28/28 tel. 207-945

Sekcja PTWK - Cienkie Warstwy

Anna PAJACZKOWSKA prof. dr hab.

Miejsce pracy: Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych 01-919 War-
szawa ul.Woélczynska 133 tel. 34 99 49 fax 34 90 03 e-mail it-
me3@frodo.nask.org.pl.

Adres prywatny: Warszawa ul.Sanocka 11 m 3 tel. 23 24 11

Sekcja PTWK - Monokrysztaty Objgtosciowe

Keshra SANGWAL prof. dr hab.

Miejsce pracy: Katedra Fizyki Politechniki Lubelskiej 20-618 Lublin
ul.Nadbystrzycka 38, tel. (081)55 70 51 fax (081) 55 93 85, e-mail san-
gwal@antenor.pol.lublin.pl

Adres prywatny: 20-640 Lublin ul.Brzeska 11 m 7 tel. (081) 73 47 05

Sekcja PTWK - Monokrysztaty Objetosciowe, Charakteryzacja Krysztatow

Jézef ZMIJA prof. dr hab.inz.

Miejsce pracy: Instytut Fizyki Technicznej WAT 00-908 Warszawa
ul.Kaliskiego, tel. 685 97 31

Adres prywatny: 01-482 Warszawa ul.Mendelejewa 25 tel. 666 88 01

Sekcja PTWK - Ciekle Krysztaty
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Errata

W "Materiatach Elektronicznych" nr 3-1995 r w dziale Biuletyn PTWK nr 5
zostaty pominiete punkty: 8,9,10,11 oraz czgsciowej zmianie ulegt punkt 7 w Proto-
kéle z Walnego Zgromadzenia.

7. Whnioski w sprawie zmian w Statucie PTWK i wyniki glosowan nad nimi:

- §10 ust.1: po dyskusji przeszedt ostatecznie wniosek o niezmienianie go (przy
5 wstrzymujacych si¢) tzn. pozostawienie go w wersji zmodyfikowanej na
poprzednim Zebraniu Walnym (i juz zarejestrowanej w sadzie);

- §14 ust.1 pkt.a: stowa “wtasciwemu Zarzadowi” zastapi¢ przez “Zarzadowi
PTWK” (przeszto jednogtosnie);

- §16 ust. 2: po “Zarzadu Gléwnego” dodaé “witadz sekcji specjalistycznych”
oraz zmieni¢ dwa lata” na “trzy lata” (przy 1 wstrzymujacym si¢, O prze-
ciw, reszta za);

- §18 po punkcie (4) doda¢ pkt. (5) “zatwierdzanie proponowanych przez urze-
dujacego prezesa kandydatur na stanowiska sekretarza i skarbnika” oraz
podnies¢ odpowiednio numery dotychczasowych punktéw 5-14 o jeden (dwa
wstrzymujace si¢, 0 przeciw, reszta za);

- §18 pkt.10 (wg starej numeracji) stowo “specjalnych” zastapi¢ przez “specja-
listycznych” (jednogtosnie);

- §22 ust.1 pkt. a) zmieni¢ na “prezesa-elekta”, pkt. b) zmieni¢ na “Komisj¢
Rewizyjng”, pkt. c) oraz zdanie “Na pierwszym Walnym Zebraniu Czton-
kéw PTWK wybierani sa takze Prezes i Sekretarz na pierwsza kadencjg”
usuna¢ (przy 2 wstrzymujacych si¢, 0 przeciw, reszta za);

- §22 dodac ust.2 w brzmieniu:

“Walne Zebranie Czlonkéw zatwierdza bezwzgledng wigkszoscig gloséw, w jaw-

nym glosowaniu:
a) sekretarza,
b) skarbnika.

W celu sprawnego funkcjonowania PTWK zaleca sig, aby sekretarz i skarbnik

byli pracownikami os$rodka, w ktérym miesci si¢ siedziba Zarzadu Giéwnego

(jednogtosnie);

- §22 dotychczasowy ust.2 przemianowac na ust.3 i przeredagowac jak na-
stepuje:

“Po uptywie kadencji prezes-elekt, wybrany na poprzednim Walnym Zebraniu

Cztonkéw PTWK, automatycznie obejmuje funkcj¢ prezesa oraz odbywaja si¢

nowe wybory, o ktérych mowa w ust.1”, (jednogtosnie);

- §23 ust.1 zmieni¢ na “W skiad Zarzadu Gtéwnego wchodza: prezes, pre-
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zes-elekt, eks-prezes (czyli prezes z poprzedniej kadencji) i przewodnicza-
cy sekcji specjalistycznych. W sktad Zarzadu Giéwnego wchodza réwniez
sekretarz i skarbnik. W pracach Zarzadu uczestniczy Przewodniczacy Ko-
misji Rewizyjnej jako obserwator” (jednogtosnie);

- §23 ust.2 usunaé “lub Sekretarza” oraz na koncu, po stowie “obejmuje” zmie-
nié¢ na “prezes elekt” (jednogtosnie);

- §23 ust.3 po stowie “ustapienia” dodaé “sekretarza lub”, zas po stowie “ka-
dencji” napisa¢ “ich funkcje obejmuja: osoby wyznaczone przez Zarzad na
zasadzie konsensusu” (jednogtosnie);

- §26 dotychczasowy tekst potraktowac jako ust.1 i doda¢ ust.2 w brzmieniu:
“Cztonkowie Komisji Rewizyjnej wybieraja sposréd siebie Przewodnicza-
cego Komisji Rewizyjnej” (jednogtosnie).

- §27 ust.4 zmieni¢ na: “Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej uczestniczy w
posiedzeniach Zarzadu Giéwnego” (przy 1 wstrzymujacym sig¢);

- po §29 doda¢ nowy: “Rozdziat V Specjalistyczne sekcje naukowe” o tresci:

“§30.

. Specjalistyczne sekcje naukowe powotuje i rozwigzuje Walne Zebranie Czion-

kéw na wniosek Zarzadu Gtéwnego.

. Kazda sekcja specjalistyczna nosi okreslong nazwe¢ odzwierciedlajaca zakres jej

dziatalnosci naukowe;j.

. Sekcje specjalistyczne realizuja swoje cele poprzez dziatalnos¢ okreslong w § 8.

§31.

. Sekcje specjalistyczne dziataja pod nadzorem Zarzadu Giéwnego PTWK.
. Dziatalnos$cig danej sekcji kieruja: przewodniczacy, jego zastgpca i sekretarz -

wybierani przez zebranie cztonkéw sekcji.

. Na wniosek Zarzadu Gtéwnego przewodniczacych sekcji zatwierdza i odwotu-

je Walne Zebranie PTWK zwykta wigkszoscig gtosow.

. Przewodniczacy sekcji powotuje swego zastgpce i sekretarza sekcji (ostatecz-

nie jednogtosnie przyjety);
-nastepnie doda¢ nowy: “Rozdziat VI. Komisje specjalistyczne” o tresci:
§32.

. Komisje specjalistyczne powotuje i odwotuje Zarzad Gtéwny.
. Zakres, cel i tryb powotywania i rozwigzywania okreslonej komisji ustala Za-

rzad Gtéwny (jednogtosnie);

- dotychczasowym rozdzialom V i VI zmieni¢ numery na VII i VIII, zas do-
tychczasowym paragrafom nr 32 do 36 zmieni¢ numery na 33 do 37 (jedno-
gtosnie); uwaga: nr 30 i 31 dla paragraféw w dotychczasowym statucie byty
nie uzyte (pominigte) - prawdopodobnie na skutek biedu redakcyjnego;



10.

w §34 (wg starej numeracji) stowo “Sekretarza” zastapi¢ przez “prezesa-elek-
ta lub eks-prezesa” (ostatni wniosek réwniez jednogtosnie przyjety).”

Na tym dyskusj¢ w sprawie zmian w Statucie PTWK zakoficzono.

Przystapiono do wyboréw nowych wtadz:

a) na prezesa-elekta wybrano prof. K.Sangwala.
b) cztonkami nowej Komisji Rewizyjnej zostali: mgr I.Pracka, dr

W.Sadowski,dr E.Talik. Protokét Komisji Wyborczej z wyboréw wtadz
PTWK stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego protokétu. W wyborach brato
udziat 25 cztonkéw PTWK obecnych na Walnym Zebraniu; ich lista obe-
cnosci stanowi zatgcznik nr 2.

Wolne wnioski i dyskusja:

doc. A .Pietraszko prosi o nanoszenie poprawek w Swiatowym Spisie Kry-
stalograféw (prosbe zreferowat dr R.Kubiak), w szczegdlnosci o dostarcze-
nie aktualnych adreséw poczty elektronicznej,

prof. K.ELukaszewicz, w imieniu Komitetu Krystalografii PAN, wyrazit za-
dowolenie z powodu wzrostu dziatalnosci na polu krystalografii dzigki ak-
tywnosci cztonkéw PTWK; stwierdzit tez, ze kazda dziatalno$¢ w tej dzie-
dzinie jest godna poparcia. Komitet Krystalografii PAN ze swojej strony spet-
nia kilka zadan: reprezentuje kraj w Migdzynarodowej Unii Krystalograficz-
nej oraz Europejskiej Unii Krystalograféw, na zyczenie KBN wykonuje eks-
pertyzy o stanie tej nauki w kraju itp.; stad prof. K.Lukaszewicz zaapelo-
wat do witadz PTWK o przekazywanie informacji o dziatalnosci PTWK (aby
moc je powielaé¢ w zbiorczych oparcowaniach) oraz o przekazanie do Wro-
ctawia aktualnych adreséw e-mail’owych (aby On z kolei mégt przekazy-
wac rézne biezace informacje wazne dla polskiego Srodowiska krystalogra-
fow - cztonkom PTWK).

W wystapieniu programowym prezes na nowa kadencje prof. M.Herman podzig-
kowat za zorganizowanie zebrania i przyjgcie gosci zagranicznych, a nastgp-
nie przedstawil nastgpujace propozycje:

aktywizacja sekcji: informacje o PTWK w PTF oraz wsrdd “elektronikéw” itp.
wybranie animatoréw sekcji (w mysl zreformowanego Statutu PTWK)
zorganizowanie konkursu prac magisterskich i ewentualnie doktorskich
powotanie instytucji cztonka wspierajacego (0séb prawnych i fizycznych np.
ze sktadka 300 zt rocznie) np. ITME z defincji zajmuje si¢ wzrostem kry-
sztatéw i mogtby by¢ takim cztonkiem

dostarczanie nadbitek Biuletynu PTWK dla cztonkéw PTWK, a takze spo-
rzadzenie ulotki reklamowej o PTWK (w je¢z. ang.) w celu pozyskiwania
cztonkéw zagranicznych

finalizacja konkursu na znaczek PTWK - prof. M.Herman proponuje pozo-
stanie przy pierwotnym znaku (symbol tego “co wida¢ w tyglu Czochral-
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skiego jako zapowiedZ dobrego krysztatu” wraz z literami P T W K wokét)
zwotanie nastgpnego Walnego Zgromadzenia PTWK za okoto rok
“rozejrzenie si¢” za dalszymi czionkami honorowymi (uwaga: prof. A. Au-
leytner - cztonek honorowy zostat zbyt péZno powiadomiony o obecnym
zebraniu)

wybranie sekretarza i skarbnika PTWK w stalej siedzibie Zarzadu Gtéwne-
go tj. w Krakowie.

Dyskusja i wolne wnioski cd.:
- ustepujacy prezes, prof. S.Hodorowicz, przechodzacy automatycznie na sta-

nowisko eks-prezesa (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do statutu) prze-
kazat prof. M.Hermanowi zyczenia owocnego rozwoju Towarzystwa w nad-
chodzacych 3 latach,

T.Lukasiewicz zaproponowal, aby rozwazy¢ rozszerzenie nazwy PTWK
o czlon “im. prof. J.Czochralskiego”, w wersji ang. “Czochralski Society of
Crystal Growth”, co pozwolitoby nalezycie uhonorowaé jednego z najcze-
$ciej cytowanych w literaturze polskiego uczonego, catkiem niestusznie “zni-
szczonego” przez wladze ludowa” i do dzi$ praktycznie nie zrehabilitowa-
nego,

prof. M.Herman w odpowiedzi zaproponowat, ze moze by raczej ustanowié
“Czochralski Award", niz zmienia¢ nazwe PTWK.



Wskazowki dla autorow

1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosiy autoréw o nadsytanie artykutéw
zapisanych na no$nikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF,

RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcja. XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowa¢ si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki moga by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien by¢ wydrukowany czcionka o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjng interlinia, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objetos¢ artykutu nie powinna przekraczac 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografig.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny byé umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczajace 200 stéw. Tytut artykutu winien by¢ réw-
niez przettumaczony na te jezyki.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastepujace elementy: z lewej stro-
ny u gory artykutu tytut naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(éw), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na §rodku stronicy maszynopisu - tytut artykutu.

7. Rysunki i inne elementy graficzne:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytutu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé¢ na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytul objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(6w) nalezy zacytowaé zZrdédto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowaé kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje sig, ze zataczone zdjgcia i rysunki stanowig wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stepujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytut, nazwe
miejsce wydania, nazwe wydawcy, rok, stronice rp.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykutu nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kaminski P., Strupiniski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Sfownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Migedzynarodowy Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczei nalezy podawaé w lewym marginesie.

11. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.
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Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych jest
prowadzenie badai naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciala stalego, a w szczegélnosci
technologii ofrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa
oraz efe?dywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie
wynikéw badah i prac do wdrozen w praktyce.

Dziatalnoéé Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych | matoseryjnej
produkcji materiatéw dla elektroniki, feiekomunikccii, energetyki, rolnictwa
i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje sig dzialalnosé¢ ITME sa: materialy
pbiprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP, GaP,
InP), materialy elekirooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CaF,, LINbO,, LiTaO,, kwarc),
podloza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (SrlaAlO o SrlaGaO, )
materialy ceramiczne (na bazie ALQ, i Zr0,), szkla optyczne i techniczne,
swiattowody, obrazowody, materialy kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujace
i oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszczo|ni'p<i_

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: pétprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody Schottky’ego), mikrofalowe
monolityczne uk*ody scalone, filtry z akustycznq falg powierzchniowq.

Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma
naukowe: kwartalnik “Materialy Elektroniczne”, w ktérym publikowane sq artykuly
dotyczqce zakresu dziatania Instytutu, “Prace ITME” - zawierajqce monografie,
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyine.
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